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近年、有機 EL などの有機デバイス駆動用としてそれらに適した薄膜トランジスタの研究が盛

んに行われている。特に有機 ELディスプレイのバックプレーンや RFID(Radio-Frequency Identifier)

などに用いられる薄膜トランジスタは、その高い透明性と高移動度に加えて有機デバイスの持つ

大きな特徴である低コストでの作製ができることが求められる。 

本研究ではウェットプロセスでの成膜が容易であり、かつ高い移動度が期待できる酸化物半導

体材料として a-IGZO(amorphous-InGaZnO4)[1-2]を用いたフレキシブル薄膜トランジスタを作製し

た(Fig 1.)。半導体薄膜の成膜に使用した a-IGZO溶液は Table.１に示す金属塩および溶媒を用いて

IGZO前駆体溶液とし、塗布後に焼成した。また、各溶液の使用量が調整できることから半導体材

料の低コスト化を目的としてレアメタルである In と Ga の使用量の削減、及びフレキシブル基板

への応用を目的として成膜

プロセス温度の低温化につ

いて評価を行った。特に良好

な特性が得られた混合比率

In:Ga:Zn=10:10:80、200℃でア

ニールした IGZO薄膜トラン

ジスタの伝達特性を Fig.2 に

示す。 
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Fig 2. Transfer Characteristics 

Fig 1. Device structure 

Table 1. IGZO solution materials 

Zn Zn(CH3COO)2・2H2O Zincacetate dehydrate 

Ga Ga(NO3)3・xH2O Gallium(Ⅲ) nitrate hydrate 

In In(NO3)3・xH2O Indium(Ⅲ) nitrate hydrate 

solvent CH3OCH2CH2OH Methoxyethanol 
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